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本論文は金属と半導体接触界面における整流作用の研究に関するもので、( 1 )モリプデン -n形シ
リコン・シヨットキー障壁の基本的性質を明らかにすること、(2 )その工学的応用のーっとしてUHF
帯用ミキサ・ダイオードを開発し、これを工業的に実用化させること、を研究対象としている。
本論文は、主論文 7 章と付録 3 章と歩、らなり、 2 章から 5 章は上記( 1 )を、 6 章は上記( 2 )を対
象としている。次に各章別の要点を述べる。
第 l 章は、本研究に関する歴史的背景を概説し、本研究の目的と意義を明らかにしている。
第 2 章は、 Mo-n形 Si シヨットキー障壁の障壁高さおよびその温度依存性、圧力依存性等の基本的
性質を測定するとともに、理論的検討を加えた結果を示している。
第 3 章は、金属一半導体シヨットキー障壁の完全性を評価する場合に、従来用いられている順方向
電圧ー電流特性の n 値を評価する方法に加え、少数キヤリヤの蓄積効果、 1 / f 雑音の点からも評価
を与えることがより確実な評価を可能にすることを明らかにしている。


























以上のごとく、 Mo-n形 Si シヨットキー障壁の特性が解明されたのみならず、これの工業的実用化
をはかり成功をおさめている。よって、本論文は工学博士論文として価値あるものと認める。
-402 -
